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Для изделий наноэлектроники требуются размеры в доли микрометров. Для обеспечения таких размеров используется фотолитография, во время которой в качестве маски используется жидкий фоторезист. Один из широко используемых в настоящее время методов нанесения – метод центрифугирования [1,2]. Целью работы является разработка стенда для нанесения фоторезиста центрифугированием в условиях лаборатории.
Разработанный стенд для нанесения фоторезиста (рис. 1) состоит из электродвигателя, вращающегося столика, чаши, крышки, корпуса и панели управления. Он позволяет наносить жидкий фоторезист на подложки с диаметром до 80 мм, с постоянной скоростью вращения 3000 об/мин.
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Рис. 1. Разработанный стенд для нанесения фоторезиста
Для анализа равномерности нанесенного слоя было проведено исследование по плазменному удалению фоторезиста. Жидкий фоторезист был нанесен на несколько квадратных ситалловых подложек. Плазменное травление фоторезиста проводилось при разных режимах, доли кислорода в рабочей среде, времени процесса и мощности. Для создания «ступеньки» травления каждый образец закрывали маской. Полученные подложки представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Подложки после травления при разных режимах
Толщина удаленного полимерного слоя была измерена в нескольких точках при помощи микроинтерферометра МИИ-4. Полученные значения были проанализированы, построена адекватная математическая модель, показывающая влияния входных факторов на толщину удаленного слоя фоторезиста:
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где X1 – время травления, X2 – процентное содержание кислорода, X3 – мощность.
Разработанный стенд позволяет наносить жидкий фоторезист на подложки в условиях лаборатории с постоянной скоростью вращения столика, равной 3000 об/мин. Построенная математическая модель показала, что на толщину удаляемого слоя влияет мощность, а также время плазменного травления.
Литература
1. Mack C. A. Fundamental Principles of Optical Lithography: The Science of Microfabrication, 303–304 John Wiley & Sons //Ltd., Chichester, England. – 2007
2. Lee U. G. et al. A modified equation for thickness of the film fabricated by spin coating //Symmetry. – 2019. – Т. 11. – №. 9. – С. 1183.
_1740771181.unknown

